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はじめに	
 ペロブスカイト型構造を持つ Ni 酸化物である LaNiO3（LNO）はペロブスカイト型

Ni酸化物の中でも唯一全温度領域で金属的な伝導を示し、バンド幅の広い物質として知られてい

る。近年、この LNOを薄膜や超格子構造を用いて擬二次元化することで絶縁化することが報告さ

れている[1]。我々は、この絶縁化が次元性制御によるバンド幅狭小によって生じていることを明
らかにしており[2]、さらに、絶縁性の LNO と SrTiO3（STO）基板の間に界面ダイポール由来の

静電ポテンシャル差が生じている可能性を指摘した[3]。本研究では、この静電ポテンシャルの存

在を検証するために、上部電極として La0.6Sr0.4MnO3（LSMO）を積層し、その電位変化を測定し

たので報告する。 

実験	
 Laser MBE法によりLSMO (5 ML)/LNO (n ML)/Nb:SrTiO3 (n =2-10)という二層構造薄膜を作

製し、KEK-PFの BL2Aにおいて in-situ光電子分光によりその電子状態を評価した。 
結果と考察	
 静電ポテンシャル差は価電子バンド上端（VBM）と内殻ピークの一様なシフトとし

て観測される。共鳴光電子分光によって求めた 3 層構造における LSMO、LNO それぞれの VBM

の位置と Ni 3p、Sr 3d内殻ピークの位置を図 1に示す。LNOの VBMの位置は 4 ML以上ではほ

ぼフェルミ準位の位置にあり、LNO が金属状態にあることに対応している。一方で、3 ML 以下

では VBMが 0.6 eVシフトしている。このシフト量は 3-4 MLにおける Ni 3pのシフト量とほぼ一
致しており、このシフトが LNO/STO界面
に生じた静電ポテンシャル差に由来して

いることが分かる。一方で、LSMO側に関

しても LNOの膜厚 3-4 MLで VBM、Sr 3d
ピークが一様にシフトしており、その大き

さは LNOとほぼ同じく 0.5-0.6 eVである

ことが図 1から見てとれる。これらの結果
は、LSMO側のシフトも LNO/STO界面に

生じた静電ポテンシャル差に由来してい

ることを意味している。 
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図 1：LNO、LSMOの各 VBM位置および Ni 3p, Sr 3d

内殻ピーク相対位置の LNO膜厚依存性 
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